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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月18日(2013.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主表面を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の前記主表面上に形成された第１の金属電極と、
　前記第１の金属電極上に形成された誘電体層と、
　前記誘電体層上に形成された第２の金属電極とを備える半導体装置であって、
　前記第１の金属電極は、
　少なくとも１層の第１のバリア層と、
　前記第１のバリア層上に形成された、アルミニウムを含む第１のアルミニウム層とを含
んでおり、
　前記第１のアルミニウム層の表面が、Ｒｍａｘ＜８０ｎｍ、Ｒｍｓ＜１０ｎｍ、Ｒａ＜
９ｎｍの関係を満たす半導体装置。
【請求項２】
　前記第１のアルミニウム層上に形成された、少なくとも１層の第２のバリア層をさらに
含んでおり、
　前記第１のバリア層および前記第２のバリア層のうち少なくともいずれかは、チタンを
含む材料から構成される薄膜を含んでいる、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２の金属電極は、
　少なくとも１層の第３のバリア層と、
　前記第３のバリア層上に形成された第２のアルミニウム層とを含んでおり、
　前記第２のアルミニウム層の表面が、Ｒｍａｘ＜８０ｎｍ、Ｒｍｓ＜１０ｎｍ、Ｒａ＜
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９ｎｍの関係を満たす、請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　半導体基板を準備する工程と、
　前記半導体基板の一方の主表面上に、アルミニウムを含む第１のアルミニウム層を有す
る第１の金属電極を形成する工程と、
　前記第１の金属電極上に誘電体層を形成する工程と、
　前記誘電体層上に第２の金属電極を形成する工程とを備える半導体装置の製造方法であ
って、
　前記第１の金属電極を形成する工程においては、前記第１のアルミニウム層の表面が、
Ｒｍａｘ＜８０ｎｍ、Ｒｍｓ＜１０ｎｍ、Ｒａ＜９ｎｍの関係を満たすように前記第１の
アルミニウム層が形成される、半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の金属電極を形成する工程には、
　少なくとも１層の第１のバリア層を形成する工程と、
　前記第１のバリア層上に、前記第１のアルミニウム層を形成する工程と、
　前記第１のアルミニウム層を構成する結晶を再結晶化する工程とを含んでいる、請求項
４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記再結晶化する工程には、前記第１のアルミニウム層を４２０℃以上に保持する工程
をさらに有する、請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の金属電極を形成する工程には、
　少なくとも１層の第１のバリア層を形成する工程と、
　前記第１のバリア層上に、前記第１のアルミニウム層を形成する工程とを含んでおり、
　高指向性スパッタリングにより前記第１のバリア層を形成する、請求項４に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の金属電極を形成する工程では、高指向性スパッタリングにより前記第１のバ
リア層を形成する、請求項５または６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記高指向性スパッタリングとして、コリメーションスパッタ法、ロングスロースパッ
タ法、バイアススパッタ法のうちいずれかを用いる、請求項８に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１０】
　前記第１のアルミニウム層上に、少なくとも１層の第２のバリア層を形成する工程を含
んでいる、請求項４～９のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
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